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MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN ESPATA

POR, “"MEJORAS EN 10S PROCEDIMIENTOS DE OBTENCION

DE_ELEMENTOS PIEZOELECTRICOS"

A NOMBRE DE STANDARD BLECTRICA, S. 4. DOMICI-

LIADA EN MADRID, CALLE DE RAMTIREZ DE PRADO, 7.
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El presente invento concierne z elementos piezoeléctricos
y tiene por objeto principalmente el preveer un‘procedimiento

¥ los medios para obtener tales elementos a partir de cuerpcs

- plezoeléctricos, llamados de eintesis.

Los cuefpos plezceléctricos utilizados actualmente eon de
dos especies: los cristales naturales de grandes dimensiones

- cuarzo, turmalina -~ que convienen perfectamente para la de-
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finicién de frecuenciass porque su naturaleza fisica permite
darles dimensiones rigurosas y conforme a los célculos. Poi
otra parte, los oristales llamados de "sintesis" que se obtie-
nen en el laboratorio, a partir de polvo o de granos de subs~
tancias piezoeléctricas, sales de Seignette, por ejemplo, que
son frégiles desde el punto de vista de la resistencia mecénica
y desde el punto de vista de la variacidn de temperatura.

Estos cristales sintéticos son sin embargoe de un gran in-
terés para ciertas fabricaciones, micr8fono, altavoz, pick-up,
etc., debido a la intensidad de su piezoelectricidad. Uno de los
objetos del invento, es el preveer la realizacién de tales cuer~
por piezoeléctricos artificiales, oénservando las ventajas pero
que no presenten los inconvenientes que han sido mencionados.

Se les podrd trabajar as? de forma precisa para obﬁener elementos
plezoeléctricos de todas las dimensiones rigurosamente deseadas
u obtenerlas directamente por moldéo en las formas y dimensiones
requeridas, Se debe de anotar ademés, que itales elementos pre-
sentardn sobre los cristales naturales la ventaja de un precio

de coste mucho menos elevado.

Con este fin y de acuerdo con ciertas de sus oaracteristi-
cas el invento provee un método de agrupacién de pequefios cris;
tales piezoeléctricos por medio de una materia aislanfe y rigida
capaz de transmitir, sin atenuarlas, las deformaciones impuestas
& los cristales elementales, asegurando una orientacidn uniforme
de estos cristales elementales en el interior de la materis ais-
lante de aglomeracidn.

Para asegurar esta orientacidén de cristales elementales, en
el seno de la materia aislante, es necesario recurrir a una pro-
piedad que pone en evidencia la anisotropfa de la substancia
piezoeléctrica utilizada. Esta propiedad deberi exigir de la

substancia una diesimbtrfa por lo menos igual a la que reguiere
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la piezoelectricidad. De acuerdo con una caracteristica del in-

vento, el fendmenos disimétrico utilizado es el de la piroelec-
tricidad de ciertos cuerpos puesto en préctica de tal manera que
se obtiene elementos piezoeléctricos sblidos, constituidos por
una -suspensidn de‘cristales elementales de pequeiilsimas dimen-~
siones orientados en un conglomerado sélido.

En la realizacidn del presente invento, la materia que debe
servir de soporte o de aglomerante al cuerpo semieléctrico de:
sintesis, es llevado al estado 1fquido ¢ semilfquido, y después
mezclado con pegqueiios cristaies 0 con ﬁolvo del cuerpo érista-
lino pirceléectrico, con el fin de obtener una suspensidn de
este cuerpo en la materia aglomerante. El conjunto se calienta
para que cada cristal elemental tome un momento eléctrico corres-
pondiente a su piroelectricidad. Sometiendo luege la mezcla a
la accidn de un campo eléctrico orientédor hasta que se pro-
duzoca una solidificacién completa.

La velocidad de orientacidn de los cristales en el interior
de la materia.depénde evidentemente de la viscosidad de esta
materia. Ademés, la facilidad de orientacidn es sensiblemente
independiente del sistema de simetrfa de 1'9, subgtancia crista=-
ling utilizada. Para facilitar la orieﬁtacién de los cristales
puede ser interesante agitar el polvo cristalino es suspensién,
por ejemplo, por medio de vibraciones elédsticas de frecuencia
audible o ultrascnora. Se obiiene asi un cuerpo sintético que
presenta las caracteristicas piezoeléctricas deseadas y que
puede ser moldeado exactamente o trabajado ulteriormente para
llevarlo a las dimensiones predeterminadas por el c&lculo en
vista de su aplicacidn como elemento del circuito eléctrico
o como pick-up, lémina de micréfono, de altavoz, etc,

La realizacién de tales masas pastosas sintéticas es par—
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ticulermente interesante si se incorporaﬁ substancias crista—~
linas féciles de obtener en el laboratorio. Estas substancias
son, en general, muy sensibles a los cambios de temperaturs,

la materia aislante de unidn serd escogida tal gque pase facil-
mente -~ y con débiles variaciones de temperatura del éstado
1fquido al estado s8lido. Estos materiales de unién pueden con-
sistir en ceras, parafinas, resinas naturales o sintéiticas
(baguelita, etc.) substancias polimerizables, etc...., Las subs-
tancias cristalinas pueden escogerse a voluhtad;en una de les’
10 clases piroeléctricasv(el estudio de los Qiferentea tipos

de simetria muestra en efecto) que todos los cuerpos pirocelée-
tricos son piezoeléctricos.

Clases Ejemplos
Hemiedrfs del sistema triclinico Bicarbonato de potasio
Sistema climorr?mbico

hemiedria
antihemedria
Sistema ortémbico |
(antihemiedria Sulfato de litro
Sistema romboédrico
antihemiedrfa ‘ Turmalina
gtetartoedria Bromato de potasio
Sistema cuadrético
antihemiedria Panteeritrits
gtetartoedria Wulfenita
Sist;ma exagonal
{antihemedria
Periodato de Sodio
tetartoedria
A tftulo de ilustracidn de los cuerpos piezoeléctricos de

sintesis, realizados segin las caracter{sticas del invento, se

puede considerar una suspensidn de polvo de turmalina de la
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substancia artificial denominada "Plexiglass'". Esta substancia
seré calentada en las proximidades de 40¢ C y la suspensién
realizada, el conjunto serd llevado después, durante el tiempo
suficiente a una temperatura veéina de 702 C mantenida entonces
bajo la accién de un campo eléctrico continuo, hasta que el
Plexiglass se haya solidificado.

Eetd claro sin embargo, gque numerosas modificaciones hg
variantes pueden introducirse en los procedimientos y medios
descritos sin salirse del campo del invento. .

Este inventc corresponde a una solicitud de Fatente fcr—
mulada en Francia el 1l de Julio de 1944, sefialada con el N®

PV-492.941 y se acoge, por lo tanto, a los beneficios gue otor-

gan los convenios internacionales vigentes.

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presentan
para que sean objeto de esta Patente de Veinte afios, son les
siguientes:

l.~ Mejoras en los procedimientos de obtencidn de elementos
piezoel8ctricos caracterizades por el procedimiento llamado de
sintesis.

2+~ Mejoras en los procedimientos de obtencidn de elementos
riezoeléctricos caracterizadas por un procedimiento como el de
la reivindicacibn 1, gue consiste en la agrupacidn de pequefios
cristales piezoeléctricos’en el seno de una materia aislante y
rigida oaéaz de transmitir, sin atenuarlas, las deformaciones
impuestas a los cristales elehentales, asegurando una orienta-
cién uniforme de ellos en el interior de la referida materia
aislante de aglomeracién.

3.— Mejoras en los procedimientos de obtencidn de elementos

plezoeléctricos caracterizadas por un procedimiento como el de
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. rfgida para agrupar los pequeiios cristales piezoeléctricos
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consiste en ceras, parafinas, resinas naturales o sintéticas,
' substancias polimerizables, etc. en estado 1fquido o semilf-
quido, solidificable sl enfriamiento. |
’ 135 4.~ Mejoras en los procedimientos de obtencién de elemen~
| tos piezoeléetricos céracterizadas por un'procedimiento como
el de las reivindicaciones 1 y 2, en el gue la orientacidn de
los referidoe cristales elementales en el interior de la re-—
Terida materia aislante, estd obtenida por un campo eléctrico
140 orientador durante el momento de la ao%idificacién de la ma~
teria aglomerante.
5.~ llejorae en los procedimientos de obtencidn de elemén—
tos plezoeldctricos caracterizadas por un procedimiento como
el de las reivindicaciones 1 y 2, en el que las substancizs
145 cristalinas estdn escogidas & voluntad dentro de las diez cla-
ses piroeléctricas y en el que antes de ser aplicado el campo
eléctrico orientador, los referidos oristales elementales mez—
clados con el referido aglomerante al estado 1fquido o semili-
quido, son calentados para darles un momento eléctrico,
150 6.- Mejoras en los procedimientos de obtencidn de elemen-
a tos piezceléotricos caracterizadas por un procedimiento como
el de las reivindicaciones 1 y 2 en el que la masa pastosa
sintética obtenida, puede ser moldeada exacteamente o trabajada
ulteriormente para ajustarla a unas dimensione§ predeterminadas.
155 7.~ Mejoras en los procedimientos de obtencién de elemen-

tos piezoeléctricos.
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Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede,

-7~

v & los fines especificados.

Esta Memoria consta de T hojas escritas por una sols

carée
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